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N O R M A  B R A N Ż O W A BN-83

ELEMENTY 3375-31 05
PÓŁPRZEWODNIKOWE Tranzystory typu BF 182, BF 183

Grupa katalogowa 1923

1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są szczegó
łowe wymagania dotyczące krzemowych tranzystorów 
n-p-n małej mocy, bardzo wielkiej częstotliwości, wy
konanych technologią epitaksjalno-planarną typu 
BF 182 i BF 183 w obudowie metalowej przeznaczo
nych do sprzętu powszechnego użytku oraz urządzeń 
wymagających zastosowania elementów o wysokiej 
i bardzo wysokiej jakości

Tranzystory typu BF 182 są przeznaczone do pracy 
w stopniach przemiany częstotliwości odbiorników tele
wizyjnych w zakresie VHF

Tranzystory typu BF 183 są przeznaczone do pracy 
w stopniach heterodyny odbiorników telewizyjnych 
w zakresie VHF

Kategoria klimatyczna — wg PN-73/E-04550 dla 
tranzystorów

— standardowej jakości (poziom jakości I) 
40/125/04,

— wysokiej jakości (poziom jakości III) 40/125/21,
— bardzo wysokiej jakości (poziom jakości IV) 

40/125/56
2 Przykład oznaczenia tranzystorów
a) standardowej jakości

TRANZYSTOR BF 182 BN-83/3375-31 05

b) wysokiej jakości
TRANZYSTOR BF 182/3 BN-83/3375-31 05

c) bardzo wysokiej jakości
TRANZYSTOR BF 182/4 BN-83/3375-31 05

3 Cechowanie tranzystorów powinno zawierać nastę
pujące dane

a) nazwę producenta lub znak fabryczny,
b) oznaczenie typu (podtypu),
c) oznakowanie dodatkowe dla tranzystorów wyso

kiej i bardzo wysokiej jakości Tranzystory wysokiej 
jakości powinny byc znakowane cyfrą 3, a tranzystory 
bardzo wysokiej jakości cyfrą 4 umieszczoną po ozna
czeniu typu

4 Wymiary i oznaczenia wyprowadzeń tranzystora —
wg rysunku i tabl 1

Elementy obudowy — wg PN-72/T-01503 
ark 29 — podstawa BI2, 
ark 55 — obudowa C7

Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta — 
CE 25

5 Badania w grupie A, B, C i D — wg BN-80/ 
3375-31 00 p 5 1

6 Wymagania szczegółowe do badań grupy A, B, 
C i D

a) badania podgrupy Al — sprawdzenie wymiarów 
A, 0  D, l — wg rysunku i tabl 1 na str 2,

b) badania podgrupy A2, A3, A4 i C2 — wg tabl 2 
na str 2 i. 3,

c) badania grupy B, C i D — wg tabl 3 na str 3,
d) parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po 

badaniach grupy B, C i D — wg tabl 4 na str 3 i 4

Zgłoszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników  
Ustanowiona przez Dyrektora Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologu i Konstrukcji Maszyn TEKOMA

dnia 15 marca 1983 r
jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1983 r 

(Dz Norm i Miar nr 9/1983 poz 18)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ALFA 1983 Druk Wyd Norm W wa Ark wyd 1 50 Nakł 2400 + 55 Zam 1953/83 Cena zł 20 00
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HEUGOBOEHl

Kolektor (C) tranzystora jest połączony elektrycznie z obudową 

Tablica 1

Symbol wymiaru
Wymiary mm

Kąt
stopnie

min nom max nom

A 43 — 5 3 —

0  Q — 2 54') — —

0*3 — — 0 53 —

0  D 5 3 — 5 8 —

0D i 45 — 49 —

F — — 1 0 —

J 0 92 1 041) 1 16 —

k 05 — 1 2 —

1 127 — — —

a — — — 45l)

a — — — 90')

') Wymiar teoretyczny

Tablica 2 Parametry elektryczne podstawowe sprawdzane w badaniach podgrupy A2, A3, A4 i C4

Pod
grupa
badan

Rodzaj badania
Kontrolowany

parametr

Metoda po 
miaru wg 

PN-74/T-01504
Warunki pomiaru

Jed-
nostka

Wartości graniczne

BF 182 BF 183

min max min max

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A2 Sprawdzenie
podstawowych
parametrów
elektrycznych

IcBO ark 05 Ucb = 20 V I£ = 0 mA — 100 — 100

V(BR) CBO ark 04 Ic = 10 pA Ie = 0 V 30 — 30 —

U (BR) CEO ark 03 7c = 2 mA I b = 0 V 20 — 20 —

U(BR) EBO ark 04 I t  = 10 pA h  = 0 V 3 — 3 —

h2\E ark 01
Ic = 2 mA Ucb = 10 V

—
10 — — —

Ic = 3 mA Uce = 10 V — — 10 —

A3
C2

Sprawdzenie
drugorzędnych
parametrów
elektrycznych

f r ark 24

Ic = 2 mA Uce = 10 V 
/  = 100 MHz

MHz
500 — — —

Ic = 3 mA UCE = 10 V 
/  = 100 MHz — — 550 —

— C12es ark 23
Ic = 1 mA U ce = 10 V 

/  = 1 MHz
pF — 05 — 05

Ebb Cc ark 25

Ic = 2 mA U ce = 10 V 
/  = 50 MHz

ps
— 6 — —

Ic = 3 mA UCE = 10 V 
/  = 50 MHZ — — — 6
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cd tabl 2

Pod
grupa
badan

Rodzaj badania
Kontrolowany

parametr

Metoda po 
miaru wg 

PN 74/T-01504
Warunki pomiaru

Jed
nostka

Wartości graniczne

BF 182 BF 183

min max min max

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A4 Sprawdzenie 
parametrów 
elektrycznych 
w t„„h = 125 °C 
(poziom III i IV)

ICBO ark 05 U cb = 20 V 1E = 0 pA 50 50

Tablica 3 Wymagania szczegółowe do badań grupy B, C i D

Lp Podgrupa badan Rodzaj badania Wymagania szczegółowe

1 2 3 4

I BI Cl
Sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej wyprowadzeń

próba Ub metoda 2 2 5 N 
3 cykle 

próba Uai 5 N

Sprawdzenie szczelności
próba Qk poziom nieszczelności 6 65 10 6 
Pa dm3/s

2 B3 Sprawdzenie wytrzymałości na spadki swobodne
położenie tranzystora w czasie spadania wy
prowadzeniami do góry

3 B4 C4 Sprawdzenie wytrzymałości na udary wielokrotne mocowanie za obudowę

4
B5 C5

(poziom jakości 
-III i IV)

Sprawdzenie wytrzymałości na nagłe zmiany temperatury Ta = -55 °C Tb = 155 °C

5 B6 C6 Sprawdzenie odporności na narażenia elektryczne
układ OB wg PN-78/T-01515 tabl 5 
- h  = 20 mA Ucb = 8 V

6 C3 Sprawdzenie masy wyrobu 05 g

7 C4

Sprawdzenie wytrzymałości na przyspieszenia stałe
kierunek probierczy obydwa kierunki wzdłuz 
osi wyprowadzeń mocowanie za obudowę

Sprawdzenie wytrzymałości na wibracje o stałej często
tliwości (dla poziomu jakości I)

mocowanie za obudowę

Sprawdzenie wytrzymałości na wibracje o zmiennej często
tliwości (dla poziomu jakości III i IV)

mocowanie za obudowę

8 C5 Sprawdzenie wytrzymałości na ciepło lutowania
AQL = 4 % 
temperatura kąpieli 350 °C

9 Cl Sprawdzenie wytrzymałości na zimno / = -55 °C 
stg max

10 C8 Sprawdzenie wytrzymałości na suche gorąco t = 155 °Cstg max

1 1 CIO Sprawdzenie wymiarów wg rysunku i tabl 1

12
Dl

(poziom jakości 
III i IV)

Sprawdzenie odporności na niskie ciśnienie atmosferyczne temperatura narażenia 25 °C

13 D4 Sprawdzenie wytrzymałości na plesn brak porostu pleśni po badaniu

14 D5 Sprawdzenie wytrzymałości na mgłę solną położenie tranzystora dowolne

Tablica 4 Parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po badaniach grupy B, C i D (poziom I, III i IV)

Oznaczenie literowe 
parametru

Me*oda pomiaru 
wg PN -74/T-01504

Warunki
pomiaru

Podgrupa badan
Jed

nostka

Wartości graniczne

BF 182 BF 183

min max min max

i 2 3 4 5 6 7 8 9

i  I c B O ark 05
U cb = 20 V 
I e  = 0

BI Cl B3 B4 B5 C2 
C4 C5 Cl C9 DI

nA - 100 — 100

B6 C6 C8 nA — 500 — 500

C2‘) pA — 50 — 50



4 BN-83/3375-31 05

cd tabl 4

Oznaczenie literowe 
parametru

Metoda pomiaru 
wg PN-74/T*-01504

Warynki
pomiaru

Jed-
Wartości graniczne

Podgrupa badań nostka BF 182 BF 183

min max min max

1 2 3 4 5 6 7 8 9

lc — 2 mA
U ce = 10 V BI B3 B4 B5 Cl

10 — — —

Ic = 3 mA 
U ce = 10 V

C2 C4 C5 C7 C9
— — 10 —

ark 01

Ic = 3 mA
U ce = 10 V B6 C6 C8

7 — — —

Ic -  3 mA 
U ce = 10 V

— — 7 —

Ic — 2 mA
U ce = 10 V

C22)
5 — — —

Ic — 3 mA 
UCE = 10 V — — 5 —

') W czasie bada 
2) W czasie bada

ma odporności na suche gorąco 
ma odporności na zimno

7 Pozostałe postanowienia — wg BN-80/3375-31 00

K O N I E C

<
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INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Naukowo-Produkcyjne Cen Rezystancja termiczna
trum Półprzewodników złącze-otoczeme R , i,j  „  1000 °C/W

Rezystancja termiczna
2 Normy związane złącze-obudowa 3= 400 °C/W

PN-73/E-04550 00 Wyroby elektrotechniczne Próby środowiskowe 
Postanowienia ogolne

PN-72/T 01503 29 Elementy półprzewodnikowe Zarysy i wymiary 
Podstawa B12

PN 72/T 01503 55 Elementy półprzewodnikowe 7arysy i wymiary 
Obudowa C7

PN-74/T-01504 01 Tranzystory 
PN 74/T-0I504 03 Tranzystory

U (B R ) CES U {B R ) CER U { B R )C E X

PN-74/T-01504 04 Tranzystory
U tB R ]E B O

PN-74/T-01504 05 Tranzystory
i I  EBO

PN-74/T-01504 23 Tranzystory
sie w cz

PN-74/T-01504 24 Tranzystory 
w cz i częstotliwości f r  

PN-74/T-01504 25 Tranzystory
zwrotnego ri,b Cc

Pomiar h i\E  i napięcia U be 

Pomiar napięć przebicia U{Br ) ceo

Pomiar napięć przebicia U {Br ) cbo

Pomiar prądów wstecznych I cbo

Pomiar parametrów [y] w zakre-

Pomiar modułu \hne\ w zakresie

Pomiar stałej czasowej sprzężenia

PN78/T01515 Elementy półprzewodnikowe Ogolne wymagania 
i badania

BN-80/3375-31 00 Elementy półprzewodnikowe Tranzystory małej 
mocy wielkiej częstotliwości Wymagania i badania

3 Symbol wg KTM
BF 182 ^'1156214404001 
BF 183 — 1156214405002

4 Wartości dopuszczalne — wg rys 1-1 i tabl 1-1

5 Dano charakterystyczne — wg tabl 1-2 i rys I 2 — I-10

Rys 1-1 Zależność dopuszczalnej wartości całkowitej mocy wejścio

wej na wszystkich elektrodach od temperatury P,„, = /  (tamb) 

P,o, = f  (U ,)

Tablica 1-1

Lp
Oznaczenie
parametru

Nazwa parametru Jednostka
Wartości dopuszczalne

BF 182 i BF 183

1 2 3 4 5

1 U C B O Napięcie kolektor-baza V 30

2 U  EBO Napięcie emiter-baza V 3

3 U  CEO Napięcie kolektor-emiter V 20

4 I c Prąd kolektora mA 20

5 P IOI
Całkowita moc wejściowa (stała lub średnia) na 
wszystkich elektrodach

ta m b  — 25 °C mW
150

tcase  = 25 “C 375

6 lj Temperatura złącza °C 175

7 ta m b Temperatura otoczenia w czasie pracy °c -40 -  125

8 t tg
|

Temperatura przechowywania °c -55 -  155



T
a

b
l 

ic
a-

 I

6 Informacje dodatkowe do BN-83/3375-31 05

T
y

p

B
F

 
18

3

m
ax -

o
o I 1 i i 1 1 1 ■ 1 0

,5 1 1

a
>

o
- l 1 i i o

t'- 1
CD
o"

i
o
o
CD

CO
o"

1
■ct

c
E O) '

O
co

CO o
CM i o 1 1 i

O
iO
m

1 1 -

B
F

 
18

2

X
(0
E

co
o
o 1 1 '

i

l

1 1 1

>
i i

m
o"

1 1

a
> ts

- 1 1 1 oIN 1
00
cT

1
o
o
CO

i
co
o"

CM

»

1

c
E

ud 1 o
CO

co O
CM

o 1 1 1
o
olO

i i 1 1

J
e

d


n
o

st
k

a

m <
c > > > 1 1 > >

N
X
2 M

H
z

Li
ci

CD
■o

CD
T>

W
a

ru
n

k
i 

p
o

m
ia

ru

<r
>
o
CM
II
02
O

<
a

o

II

<
n

o

II
UJ

<
E
CM
II

>
o

<  -  
£ II 
N
II w

>
o

<  -  
E li
m
u u
O ^

>

i  £
CM II 
1
II «  
«j

o

<  >  
e 2

7  ■
II łj 

uj o  
*-« ID

>  N
<  S i
E » o
N oII UJ •—

^  N

i  2  -II O 
” o  
II W -  
O II 

•—< k«J *«-,

>
<  2  N

!  ■ i
II «  -
o  <-> " 

*—* Id  ^

c t1
o
o
7

CO

> ■ 3 -
<  o  X  
£ ~  5
<si « 0

11 to g
o  Cj ii 

Cd —.

C!
g
7

Oł
> “L 

< £ x
E ,, 5
co O
W « S

IIk-J *̂N

N
a

z
w

a
 p

a
ra

m
e

tr
u

co

P
rę

d
 z

e
ro

w
y

 k
o

le
k

to
ra

N
a

p
ię

c
ie

 p
rz

e
b

ic
ia

 k
o

le
k

to
r-

b
a

z
a

N
a

p
ię

c
ie

 p
rz

e
b

ic
ia

 e
m

it
e

r-
b

a
z

a

N
a

p
ię

c
ie

 p
rz

e
b

ic
ia

 k
o

le
k

to
r-

e
m

i-
 

te
r

S
ta

ty
c

z
n

y
 w

sp
ó

łc
z

y
n

n
ik

 w
z

m
o

c
- 

; n
ie

m
a

 p
rę

d
o

w
e

g
o

 (
w

 u
k

ła
d

z
ie

 
w

sp
ó

ln
e

g
o

 e
m

it
e

ra
)

L N
a

p
ię

c
ie

 b
a

z
a

-e
m

it
e

r

C
z

ę
st

o
tl

iw
o

ść
 g

ra
n

ic
z

n
a

P
o

je
m

n
o

ść
 

s
p

rz
ę

ż
e

n
ia

 z
w

ro
tn

e
g

o
 

(p
rz

y
 w

e
jś

c
iu

 z
w

a
rt

y
m

 d
la

 p
rz

e


b
ie

g
ó

w
 

z
m

ie
n

n
y

ch
) 

w
 u

k
ła

d
z

ie
 

w
sp

ó
ln

e
g

o
 e

m
it

e
ra

M
ak

sy
m

a
ln

y
 w

sp
ó

łc
z

y
n

n
ik

 
w

z
m

o
c

n
ie

n
ia

 m
o

cy

O
z

n
a

c
z

e
n

ie
p

a
ra

m
e

tr
u

cg
O
02

J J

O
02

a?
m

O
02
UJ
a:
02

D

O
UJ
O
o:
S

id '

UJ UJ
02

D

coCUCM
u "
1

1

a
J - - CM CO * CO CO 0>



cd
. 

ta
b

l 
1

-2

Informacje dodatkowe do BN-83/3375-31 05 7

- 1 1 1 i i 1 i 1

o 1 1 ' i i 1 i I

<x 1 • 1 ■ i 1 i 1

CD 1 1 l i i • i 1

N
X
X
oo
0>

0> 0  
w1

OOo»
oo»

łO 3

00
0

1 

-—
—

-

N
1
2 IO

CS
mCS
i

o
s

o
Ok

CD
CS

>0e- s
CS

-

N

§CS

O0 oCS
1 §

CS
oo»

1010 o0 -

N
X
2
s

»o0 (07 o0 o
05

10
0 o0 0 -

0 1 i 1 1 1 1 ł 1

i

w
E

U)
a 0 U)

E
0

%
U.a

*

i  i

CS B 
1
N 0

J

ro

M
ał

os
yg

na
ło

w
a 

zw
ar

ci
ow

a 
ko

nd
uk

ta
nc

ja
 w

ej
śc

io
w

a 
w

 u
kł

a
dz

ie
 w

sp
ól

ne
j 

ba
zy

M
ał

os
yg

na
ło

w
a 

zw
ar

ci
ow

a 
su

sc
ep

ta
n

cj
a 

w
ej

śc
io

w
a 

w
 

u
k

ła
d

zi
e 

w
sp

ól
ne

j 
ba

zy

M
od

uł
 z

w
ar

ci
ow

ej
 a

dm
it

an
cj

i 
p

rz
en

o
sz

en
ia

 w
st

ec
zn

eg
o 

w
 

uk
ła

d
zi

e 
w

sp
ól

ne
j 

ba
zy

F
az

a 
zw

ar
ci

ow
ej

 a
dm

it
an

cj
i 

p
rz

en
o

sz
en

ia
 w

st
ec

zn
eg

o 
w

 
uk

ła
d

zi
e 

w
sp

ól
ne

j 
ba

zy

M
od

uł
 z

w
ar

ci
ow

ej
 a

dm
it

an
cj

i 
p

rz
en

o
sz

en
ia

 w
pr

zó
d 

w
 u

kł
ad

zi
e 

w
sp

ól
ne

j 
ba

zy

F
az

a 
zw

ar
ci

ow
ej

 a
dm

it
an

cj
i 

p
rz

en
o

sz
en

ia
 w

pr
zó

d 
w

 u
kł

ad
zi

e 
w

sp
ól

ne
j 

ba
zy

i 5 
J > >» 
i  l  S
« O -Oz 'W —i
s > 8

1 i i  
|  i  *
Si £ »
> M
j» 2  -0 
° c £ 
5 o x
2 -Z 3 P

oj
em

no
ść

 w
yj

śc
io

w
a 

(w
ej

śc
ie

 
zw

ar
te

 d
la

 p
rz

eb
ie

gó
w

 z
m

ie
n

ny
ch

) 
w

 u
k

ła
d

zi
e 

w
sp

ól
ne

j 
ba

zy

cs
J3

05
•O
C

£>OJ
a

■O

CS
a»

8*

o
CSCS

O

•OCSCS
O

.0
es

pT

£
es

P>

- O - CS ro



cd
. 

ta
bl

g Informacje dodatkowe do BN-83/3375-31 05

- 1 1 I i i ł i i

N
X
2
o001

o

CO »o
1 80

0 90 10 s

10
00 -

N
1
2 
o o m

o
z

-3
5

AS
O 06 38

08

35
0 -

N
X
2
ooN

55 -3
5

23
0 06 65 13
0 55 -

50
 M

H
z

O
CD

m
1

09 90 85 15
0 O -

Oł 1 1 1 1 1 1 • i

CD 1 1 1 1 1 1 1 •

1 1 1 1 1 1 1 i

CO 1 1 1 1 1 1 i

lO w
£

U)
E

10
i 0 0 1 li.a

< >
E o

7  »
u ca
id O

■—I

fO

M
ał

os
yg

na
ło

w
a 

zw
ar

ci
ow

a 
ko

nd
uk

ta
nc

ja
 w

ej
śc

io
w

a 
w

 
u

k
ła

d
zi

e 
w

sp
ól

ne
j 

ba
zy

M
ał

os
yg

na
ło

w
a 

zw
ar

ci
ow

a 
su

sc
ep

ta
n

cj
a 

w
ej

śc
io

w
a 

w
 

u
k

ła
d

zi
e 

w
sp

ól
ne

j 
ba

zy

M
od

uł
 z

w
ar

ci
ow

ej
 a

dm
it

an
cj

i 
p

rz
en

o
sz

en
ia

 w
st

ec
zn

eg
o

 w
 

uk
ła

d
zi

e 
w

sp
ól

ne
j 

ba
zy

F
az

a 
zw

ar
ci

ow
ej

 a
dm

it
an

cj
i 

p
rz

en
o

sz
en

ia
 w

st
ec

zn
eg

o
 w

 
uk

ła
d

zi
e 

w
sp

ól
ne

j 
ba

zy

M
od

uł
 z

w
ar

ci
ow

ej
 a

dm
it

an
cj

i 
p

rz
en

o
sz

en
ia

 w
pr

zó
d 

w
 u

kł
ad

zi
e 

w
sp

ól
ne

j 
ba

zy

F
az

a 
zw

ar
ci

ow
ej

 a
dm

it
an

cj
i 

p
rz

en
o

sz
en

ia
 w

pr
zó

d 
w

 u
kł

ad
zi

e 
w

sp
ól

ne
j 

ba
zy

M
ał

os
yg

ra
ło

w
a 

zw
ar

ci
ow

a 
ko

nd
uk

ta
nc

ja
 w

yj
śc

io
w

a 
w

 
u

k
ła

d
zi

e 
w

sp
ól

ne
j 

ba
zy

P
oj

em
no

ść
 w

yj
śc

io
w

a 
(w

ej
śc

ie
 

zw
ar

te
 d

la
 p

rz
eb

ie
gó

w
 z

m
ie

n
ny

ch
) 

w
 u

k
ła

d
zi

e 
w

sp
ól

ne
j 

ba
zy

CJ
x>

oT .o"

■OC4
sT

-Oej
a

B*

•O
ej

.o
ej
e?

•O
N

a

M
•OCMCM

U

- «0



Informacje dodatkowe do BN-83/3375-31 05 9

Rys 1-2 Zależność zwarciowej admitancji przenoszenia wstecznego Rys 1-4 Zależność admitancji wyjściowej od częstotliwości gnt. 
od częstotliwości ynb tpynb -  f  (f) Cni = /  (/)

Rys 1-3 Zależność zwarciowej admitancji przenoszenia wprzód od 
CZęStOtllWOŚCl ynb iflyZlb ~ f  U)

Rys 1-5 Zależność częstotliwości granicznej od prądu kolektora 
f r  = /  (7c)
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Rys 1-6 Zależność współczynnika szumów od częstotliwości F = f(f)

i8n-aa/aa?3-śi ar-7^n
Rys 1-7 Zależność admitancji wejściowej od częstotliwości gub but,

Rys 1-8 Charakterystyka wyjściowa Ic -  f  W ce)
I b — parametr

100

h21E

40
30
20

10

BF1B2
BF1S3

5
4

3

0,1

Uc£= 10V 
tamb-25°C

1 I c [m A ]  10

IBff-85/5375- 31 t S - l - d  I

1-9 Zależność statycznego współczynnika wzmocnienia prądo
wego od prądu kolektora hiiC = f  (Ic)


